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La invencién se refiere 2 un disnositivo semi-;
- . i
conductor que tiene un cuerpo semiconductor que comprende!

una primera zona de un vrimer tino de conductividad adya-

cente a una superficie substancialmente plana del cuermo,;
una. segunda zona de un segundo tipo de conductividad adya-
cente & dicha superficie y rodeada totelmente por la pri-

meré zona dentro del cuervo semiconductor, en que la jun-

: tura p-n entre la primera y la segunda zonas termina en

la mencioneda superficie, y al menos una otra zona del
segundo tipo de conductividad situeda al lado de la segunda
zona, adyacente @ dicha superficie, y totalmente rodeada °
por la primera zona dentro del cuerpo semiconductor, en

que la juntura p-n entre la nrimera y la otra zonas iLer-
ming en 1é mencionada superficie, ¥ en que la otrz zona ;
rodea. a la segunda zona, estando presente una capa aislan%
te sobre la mencionada suverficie nlana y comprendiendo i
una ventana de contacto en que una capa de contacto estd ;

provista sobre la segunda zona.

Tal dispositivo semiconductor es conocido, vor i
ejemplo por la patente francesa 1.421..136. Bn este diSpo—;
gitivo la segunda zona estd rodeada nor una o mas otras _
zonas, rodeando cada otra zona siguiente a la segunda zona
¥ a todas las otras zonas precedentes. Usando tales otrasé
zonas del segundo tipo de conductividad ha sido posible

aumentar la tensidén de runtura entre la nrimera y la se-

gunda zonas congiderablemente, disminuyendo la influencia
de las condiciones de la superficie sobre dicha tensidn
de ruptura, j

Se ha encontrado, sin euwbargo, que en ocasiones -

tales dispositivos no son estables dado que durante el
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: tacto. Como resultado de esto una capa superficial del

: segundo tino de conductividad, una asi 1llamada capa de

funcionaniento del diswositivo, en que la juntura p-n

entre la vrimera y la segunda zonas es polarizada en la l
direccidn inversa, la cana aislante es eldéctricamente !
t

cargada y tiende a asumir el potencial de la capa de con-,

inversién, puede ser inducida en la primera zona, conec- :

1

" tando dicha cana de inversidén a las otras zonas a la se-

gunda zona y mutuamente entre si, de modo que es eliminadé
el efecto de dichas otras zonas y disminuye la tensidn dej
ruptura entre la vwrimera y la segunda zonas. f

Otra causa de inestabilidad y reduccidn de la :
tensidn de ruptura nuede estar constitulida por el hecho dé
que las junturas entre regiones de dopado de tipo p y de E
tipo n conticnen defectos del cristal que pucden producirf
una reduccidn de la intensidad de campo de ruptura de lasf
junturas p-n nresentes, ;

Uno de los objetos de la invencidn consiste en ;
eliminar dichas desventajas que se presentan en los dispo%

sitivos conocidos, o al menos reducirlas considerablemente.

La invencién se basa entre otros, sobre el reco-

_nocimiento del hocho de que, conectando al menos una de

las mencionadas gonas a una capa metdlica ubicada sobre
la capa aislante, las propiedades eléctricas del disposi—j

tivo pueden ser substancialmente mejoradas. %

Por lo tento, de acuerdo con la invencidn, un.
i

. dispositivo del tipo mencionado en el exordio se caracte-:

- riza vorque al menos una capa conductora que rodea de ma-
‘ H

. nera substancialmente completa a la capa de contacto, estd

presente sobre la cana aislante y estd conectada, a través

1
1
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de una abertura a la cape aislante, a una parte de super-
ficie de una de las otras gonas, estando dicha parte de |
superficie situada a una distancia de la circunferencia !
externa de dichaiotra.zona, extendiéndose la parte de la E
capa conductora situada sobre la capa aislante, por enci-é
ma de la primera zona substancialmente a lo largo de todaé
la circunferencia interna y/o substancialmente & lo largo:i
de toda la circunferencia externa de la otra zona. ~§

Proveyendo una capa conductora de acuerdo con :
la invencidn, la tensién de ruptura entre la primera y la§
segunda zonas y la estabilided del dispositivo puede ser é
esencialmente aumentada como se explicard en detalle a2 %

continuacidn:

‘u—a- Avam

Es de gran importancia en esta relacidn el reco

3

nocimiento del heého de que la corriente que, en la condii

)
cidn operativa, circula a lo largo de la superficie semi-;
!
conductore en la direccidén inversa a través de la juntura,

]
p~n entre la primera y la segunda zonas, hace que el lado

H
que enfrenta a la segunda zona, el lado interno, de la E
juntura. p-n. entre una de las otras zonas y la primera :
gone, sea. polarizade en la direccién de paso, mientras que

dicha juntura p-n es polarizada en la direccidn inversa |

sobre el exterior de la otra zona. Como resultado de estoi
i

interior de la juntura p-n entre dicha otra zona y la pri;

el campo eldctrico sobre la capa de agotamiento sobre el

i

mera gzone se vuelve substancislmente cero y la capa con-
!

ductore conectada a dicha otra zona asume substancialmente

el potencial de la varte de la primera zons adyacente al

lado interno de la otra zonsa.

Bn relacidn con esto, una realizacién preferida
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importante del disvositivo de acuserdo con la invencién, s

caracteriza porque, medida paralelamente a la superficie,

la distanclia desde la capa de contacto & la cana conducto:

re es menor que la distancia desde la cana de contacto a

5 la otra gzona ¥y menor que la distancia desde la capa de

contacto a la mencionada abertura. La capa conductora que,

de acuerdo con lo que antecede, tiene substancialmente el

potencial de la parte de la primefa zona adyacente a la !
. circunferconcia interna de la otra zona, se extiende en %
10 esta realizacidn preferida sobre la mencionada circunfe-
rencia interna hasta encima de la primera zona, Como re-
sultado de esto, dicha capa conductora puede actuar como
un electrodo corrector de campo y producir una distribu-
cidn de campo tal sobre la capa aislante, que como resul-

15 tado de esto es contrarrestamda la formacidn de una capa

de inversidn, o si tal capa de inversidn ya estuviera pre
sente sin que se hayan aplicado tensiones, se evita la
extensidén de la misma., Sin embergo, dado que la juntura.
p- entre la otra zgona y la primera zona sobre el lado

20 externo de la otre gona tembién es polarizada en la di-
reccién inversa, la tensidn inversa total entre la prime-
ra y la segunda zona serd distribulda en la superficie
entre las otras zonas presentes, manteniéndose comparativi-
mente baja la tensidn entre una capa conductora y la pri-
25 mera y la segunda zona resvectivamente. Como resultado de|

esto se obtiene un aumento muy importante de la tensidn

de ruptura y de la tensidén overative admisible.
I

La aberturs en la capa aislante a través de la ;

cual la capa conductora es conectada a la otra zona, puede

30 extenderse también, si fuera deseable, sobre una parte de

st L. 977824
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la primera zona de modo que la juntura p-n entre la otra
zona y la primera zona sobre la circunferencia internaz de
la otra zona es cortocircuitada por la capa conductora, f

La mencionada parte de superficie de la otra

gona a la que estd conectada la capa conductore, preferi-

blemente rodea Qe menera substancialmente completa a la

capa de contacto.

Una. capa de inversién, si la hubiera, que se i
forma sobre él exterior de la otra gzona mas externa produ!é
cird, no obstente, alll una ruptura en la superficie

aunque a. tensiones mucho mas altas entre la primere y la |

segunda zona que en ausencia de las otras zonas. A fin de'

evitarlo, de acuerdo con una realizacién preferida impor-f

tante otra capa conductora estd presente sobre la capa.
eislente, rodeando dicha cepa conductora a les mencionadaé}
capas condﬁ.ctoras de manera substencialmente completa y :
estendo eldéctricemente conectada a una parte de superfi- 2
cie de la primera- zona a tra¥és de una aberture en la

capa alslante, siendo la distancia, medilda paralelamente !
a la superficle, desde la capé, de contacto a.la mencionadé
otra capa conductora, menor que a diche parte de superfiéi
cie que preferiblemente rodea a las otras zonas de manera%
substancialmente completa. Esta otra capa conductora pue-i

i
de actuar nuevamente como un electrodo corrector de campo£
¥ por lo tanto contrarrestar la formacidén de una capa de :
inversidn, mientras que sobre el lado externo de dicha

otra capa conductora no es inducido ningin canal de inver-
sidn.

A fin de obtener un buen contacto eldéctrico conj

la primera zona, la otra capa conductora estd conectada
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preferiblemente a una zona de contacto del vrimer tipo de
conductividad adyaccnte a la superficie, estando dicha
zona de contacto vrovista en la primera zona y teniendo

una resistividad menor que la primera zona y rodeando de

5 ' manera substancialmente completa a dichas otras zonas.

A fin de evitar una capacitancisa indeseable '

I
entre la segunda zona y las capas conductoras, otra realil
!
zacién preferida de acuerdo con la invencidn se caracterir

* 22 noroue la cana o canas conductoras rodean a la segundaj
10 zona y se extienden solo mas alléd de dicha zona. %
Otra rcalizacién preferida importante de acuerd6

‘con lo invencidén se caracteriza porque la distancia de ali .

menos una eana conductora, medida paralelanente a la su-

verficie, desde la cana de contacto & la circunferencia

15 externa de dicha cana conductora, es mayor que la distan-
cia desde la cana de conbacto a la c¢ircunferencia externa
de la otra gzona conectada a dicha capa conductora. Vista
desde la sepunda zona, dicha cana conductora se extiende

asi mas alld de dicha otra zona. Dado que en la condicidn
20 overativa, la juntura »-n entre la otra zona y la primera
zona sobre el lado externo de la otra zona es polarizade .
en la direccidn inversa, esta narte de la capa conductora
que sobresale mas alld de la otra zona puede inducir una .

cana de inversién en la regidn subyacente de la primera

25 zona o producir 2l menos una distribucidn de campo a2l que

la intensidad de camno méxima en la superficie ocurre a

une distancia de la juntura entre la otra zona y la vri-
mera gzona, juntura que en general comprende defectos del

cristal que pueden producir una disminucién de la intensi-

377824
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Vistas desde la segunda zona, todas las capas
conductoras preferiblemente se extenderdn mas alld de lz
otra zona a la que las mismas estdn conectadas., Ademds,

la primera capa de contacto serd ventajosamente elegida

grande de modo que la misma se extienda por encime de la ;

primera zona. Como resultado de esto el lugar que tiene

la intengided de cempo mas alta en la superficie en la
juntura p-n entre la primera y la segunda zdna se desplas
zard a alguna distencia de la junture p-n con las ventagas
antes descriptes. i
Mediante la medidae antes descripta puede obteneﬁ—
se una tensidén de ruptura de valor muy alto entre la pri~§
mera y la segunda zone, gque es determinado substancialmené
te solo por el dopado del material semiconductor, al meno%
si no se forma ninguna capa de inversidn espotdnea, capa %
que también esté presente sin Que sean aplicadas tens1ones,
en la superficie del semiconductor, §
3in embargo, si tal capa de inversién esponténe%
estuviese presente, ciertamente, las capas conductoras cof
nectadas a las otras gzonas no son capaces de interrumnir §
efectivamente las trayectorias de fuga formadas por los é
canales de inversidn. Otra realizacidn preferida importan;
te de acuerdo con la invencidn, se caracteriza por lo tan
to, porque @ fin de interrumpir tales trayectorias de fuge,
una gona de superficie del primer tipo de conductividad
que tiene unq.resistividad menor que la primera zona, es

provista al lado de al menos una de las oftras zonas sobre

el lado de le capa de contacto, rodeando dicha zona de
superficie de manera substancialmente completa a la caps |}

de contacto, mientras que, medida paralelanente a la su-
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perficie, la distancia desde la capa de contacto a la ca-
pa conductora conectada a la otra zoné es menor que la
distancia desde la capa de contacto a la zona de superfi-
cie. La mencionada zona de superficie del primer tipo de
conductividad puede ser provista e alguna distencis de la
otra zona. Sin embargo, preferiblemente la gona de super-
ficie serd adyacente a la otra zona. De acuerdo con una ‘
realizacién preferida imnortente la juntura p-n entre la |

zona de superficie y la otra zona estd cubierta al menos

narcialmente y estd substancialmente cortocircuitada en.
la superficie por la capa conductora a la mencionada otra.

Z0NaA.

Las dltimas realigaciones preferidas mencionada?
son narticularmenie interesantes en el caso en que la pri-
mera zona consiste de silicio de tipo p, dado que las mens
cionadas capas de inversidn esponténeas se forman fécil- }
mente en dicho material, por ejemplo como resultado de uné
oxidacidn térmica, como es convencional en la fabricacidn
de estructuras planares.

Ademds, la invencidn es particularmente impor-
tante en un disvwositive en que le primera zona es la zona
de colector y la sepunda zona es la zona de base de un.
transistor de alta tensidn. ‘

La invencidén se refiere ademds a un dispositivo
semiconductor como se ha descripto precedentemente, en que
estdn presentes medios para aplicar potenciales tales a
la primera y la segunda zonas que la juntura p-n entre
dichas zonag es polarizada en la direceidn inversa al me-
nos temporariamente.

A fin de aue la invencidn pueda ser fécilmente
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llevada a la prédcticz, a continuacidn se describirin mas
detalladamente algunos pocos ejemplos de la misma, a tI- |

tulo de ejemplo, con referencia a los dibujos que se acoms

pailean, en que:
La figura 1 es una vista esquemdtica en planta E
de un dispositivo semiconductor de acuerdo con la invencién.

La figura 2 es una vista esquemdtica en corte
tomade sobre la linea II-II de la figura l.

}
Las figuras 3 y 4 son vistas esquemdticas en
corte de otros dispositivos de acuerdo con la invencidn,
y
La figura 5 es una realizacidn especial de la %
capa 20 del dispositivo mostrado en las figuras 1 y 2. ;

Las figaras no estén dibujedas a escala y en |
particular, las dimensiones en la direccién del espesor E
estédn muy exageradas por razones de claridad. En las vis-%
tas en plenta (figs. 1 y 5) las capes metdlicas estén somi
breadas. Componentes iguales estdn indicados por los mis-

mos mimeros de referencia.

Le figura 1 es una viste en planta y la fig, 2
es una vista esquemdtica en corte tomada sobre la linea
II-IT de la figura 1 de una parte de un dispositivo semi-:
conductor de acuerdo con la invencidén. EL disvositivo es i
rotaclionalmente simétrico alrededor de la linea M-li. de lé
fig. 24 %

E1l dispositivo, en el presente caso un transis-%
tor, comprende un cuerpo semiconductor 1 de silicio, ver
figura 2, que tiene une superficie substancialmente plana
2. Une primera zona conductora 3 de tipo n y una ssgunda

zona conductora 4 de tipo p que, dentro del cuerpo semi-

377824
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conductor estd completamente rodeada por la zona 3, son
adyacentes a la mencionada superficie 2. La juntura p-n
5 entre las zonas 3 y 4 termina en la superficie 2. ‘

Sobre la suverficie plana 2 estd provista una
capa aislante 6 de dxido de siliclo que tiene una ventana
de contacto 7 en la que estéd provistae une cepa de contac-
to de aluminio 8 sobre la segunde zona 4,

El dispositivo mostrado en las figuras 1 y 2
comprende ademds una zona 9 de tipo n que estd conectada
a una capsa de aluminio 10 a travéds de una sbertura en la §
capa de 6xido 6. La zona 9 forma la zona de emisor, la
zona 4 forma la gona de base, ¥y la zona 3 forma la zona

de colector de un transistor. Una capa metdlica 30 esta-

blece un contacto substancialmente ohmico con la zona de

colector 3. En la condicién operativa, como se muestra
esquemdticamente en la figura 2, la juntura p-n 5 entre
las zonas 3 y 4 es polarizada en la direccidn inversa,

mientras que la juntura p-n 11 entre las zonas 4 y 9 es

polarizada en la direccién de paso. Una sefial U es sumi-~

nistrada al emisor entre los terminales 12 y 13, seiial

que nuede ser derivada en condicidn amplificada desde el
colector, vor ejemnlo a través del resistor 1l4. ,

A fin de aumentar la tensidn de ruptura de co-
lector, el dispositivo comprende, ademds, dos otras zonas
15 ¥ 16 de tipo p ubicadas al lado de la segunda zona 4,
siendo dichas zonas adyacentes a la superficie 2 y estando
rodeadas cada una de elleas, dentro del cuerpo semiconduc-
tor, totalmente por la primera zona 3, Las junturas p-n
17 y 18 entre la zona 3 y las zonas 15 y 16 terminan

lgualmente en la suverficie 2. Las zonas 15 y 16 rodean

377824
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ambas. 2 la segunda zona 4.

Se ha encontrado en la préctica que la tensidn. :

de ruptura del colector del transistor ssi formado no es

e A

estable dado que durante el funcionamiento la capa de
éxido 6 es eléctricamente cargada. Como resultado de estoi
puede formarse una capa conductora, una capa de inversién;
en la zona 3 de tipo n en la superficie, conectando diehaé
capa a las zonas 15 y 16 entre si y tembién a la segunda ,
zona 4. Como resultado de esto es eliminado el efecto de ;
las zonas 15 y 16 de modo que disminuye la tensidn de rup%
tura entre las zonas 3 ¥y 4. ;

A fin de eviter este disminucién de le tensidn |
de ruptura de 6olector, de acuerdo con la invencién, se %
proveen dos capas eléciricamente conductoras 19 y 20, %
mﬁ%uamente separadas, de aluminio sobre la capa de éxido §
6 y rodeen a la capa de contacto 8 y estén conectadas, a %
través de aberturas 21 y 22 en la capa de déxido 6, a par—a
tes de superficie 23 y 24 de lag mencionadas otras zonas
15 y 16 rodeando las mencionadas paries de superficie a la
capa de contacto 8 y estando situadas a una distancia de :

la circunferencia externa de las otras zonas 15 y 16, le-,

dida paralelamente a la superficie 2, la distancia desde !
i

la capa de contacto 8 a la capa conductora 19 es menor qué
le distancia desde la capa de contacto 8 a la zona 15 y
también menor que la distancia desde la cana de contacto
8 a la abertura 21. Lo mismo es vdlido con respecto a. lasi

]
distancias mutuas de la capa de contacto 8, la capa con-

duetora 20, la zona 16 y la aberiura 22. g
!
Dado que en la condicidn overativa circula una ;

]

cierte corriente inversa a través del cuerno Semiconducto?

377824
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a lo larpgo de la sunerficie 2 (convencionalmente conside-

rada desde la zona 3 a la zona 4) cada una de las juntura:

w

p-n 17 y 18 sobre el lado interior de las zonas asociadas

15 y 16 es polarizada en la direccidn de paso, mientras

5 | que dichas junturas p-n sobre el exterior de las zonas 15'

i ¥ 16 son polarizadas en la direccidn inversa., Las capas.

i 19 y 20 vor lo tanto asumen substancialmente el potencial

de aquellas partes subyacentes de 1la gzona 3 que son adya-!
centes al lado interno de las gzonas 15 y 16. Las capas ;
10 : conductoras 19 y 20 nroducen asi una distribucidn de campé
tal sobre la capa aislante que es contrarrestada con elloz
la formacién de una capa de inversidn, como se ha descripto
precedentemente, La tensidn inversa total entre las zonasg
3 ¥y 4 puede ser ahora absorbida también por la juntura |
15 p-n 5, también por las junturas p-n 17 y 18 polarizadas
en la direccidn inversa sobre el lado exterior. Como re-

sultado de esta distribucidén de tensidn, la intensidad de

campo méximo en la superficie es mantenida comparativamen-

te baja, mientras que la diferencia de potencial entre las
)

20 capas 19 y 20 y las zonas 3 y 4 tembién se mantiene compa~

| rativamente baja. Como resultado de esto la tensidén de
ruptura entre las zonas 3 y 4 y por lo tanto la tensidn
de colector admisible, es muy alta.

Bn este ejemplo, las aberturas 21 y 22 a través
25 de las cuales las capas 19 ¥y 20 son conectadas a las zonas
15 y 16, estén situadas totalmente dentro de dichas zonas,
Dado que en la condicién operativa las junturas p-n 17 ¥y
18 sobre el lado interno de las zonas 15 y 16 son polari-
zadas en la direccidn de vaso, las aberturas 21 y 22 tam-

30 bién pueden extenderse, si fuera deseable, hasta sobre la

377824
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2. las zonas 15 y 16. La cepa 25, asl como las capas 19 ¥

‘. 43 A==t
circunferencia interna de las zonas 15 y 16, de modo qué.
sobre este lado las junturas p-n 17 y 18 son cortocircui-
tadasjpor las capas 19 y 20.

Sobre la capa de 6xido 6 estd provista ademds
otre capa conductore en la forma de una capa de aluminio
25 que rodea 2 las capas conductoras 19 y 20 y esté eldc-
tricamente conectada, a través de una sbertura 26 en la
capa. de 6xido 6, & una zona de contacto 27 difundida de
tipo n, asociada con la zona 3 y que tiene una resistivi-;
dad menor que la zona 3. Medida paralelamente a Zl.a.snu;er«=
ficie 2, la.distancia desde la capa de contacto 8 a la |
otra capa conductors 25, es menor que la distancie desde

le cepa de contacto 8 a la zona 27 que rodea totalmente

20 sobre el lado interno; de las zonas 15 y 16, pueden ac-
tuar como un electrodo corrector de cémpo ¥ contrayrestar
esi la formacidén de una capa de inversién sobre la super-
ficie del semiconductor subyacente. L2 zZona de contactor
27 que es mas-dopada que el resto de la zona 3, evita
ademés la formacién de una capa de inversidn en el exte- |
rior de la cape 25 y sirve como un obturador de candi. '

Dado que las capas 19 y 20 no se extienden por
encima de la zona 4, se evitan capacitancias indeseables
¥ diferencias de tensidn altes indeseables sobre la ocana
de éxido 6. _

Las capas conduectoras 19 y 20 se -extienden sobre
el lado externo de las zonas 15 y 16 hasta encima de la
zona 3 y también la capa de contacto 8 se extiende hasta
encing de la zona 3. Como resultado de esto ¥y en la con-

dicidn de polarizacidén descripta, puede ser inducida una

377824

-14 -




10

15

20

25

30

8.4070

. capa de inversidn 28 (mostrada en lfneas punteadas en la

fig. 2) vor debajo de la mencionada parte sobresaliente
de las capas 8, 19 y 20 en la regidn subyacente de la
zona 3, o al menos puede producirse una distribucidn de
campo tal, que la intensidad de campo mdxima en la super-
ficie se oroduzca a una distancia de las junturas »-n 5,
17 y 18 donde en general, estdn presentes defectos del
cristal lo que podria reducir la tensidn de ruptura.

Como se ha establecido precedentemente, el dis-
nositivo es rotacilnalmente simétrico alrededor de la
linea Ii-M. Les dimensiones son las siguientes:

Radio de la circunferencia Radio de la circunferencia

interna externa

zona

15 190 micrémetros ' 220 micrémetros
16 310 340

27 430 460
capa

8 60 - 150

19 170 270

20 290 390

25 410 450

La zona 4 tiene un didmetro de 200 micrémetros,
la zona 9 de 100 micrdémetros.

ﬁa zona 3 tiene una resistividad de 35 ohm.Cite
Las zonas 4, 15 y 16 tienen un espesor de aproximadamente
10 micrémetros y una concentracidn superficial de 1018
aﬁ/cm3 ¥y han sido obtenidas simulténeamente por difusidén
de boro. Las zonas 9 y 27 tienen un esvesor de aproxima-

damente 6 micrémetros y una concentracidn suverficial de
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20 3 ’

10°C at/em> y han sido obtenides simulténeesmente por diful
i

sién de fésforo. El espesor de la capa de éxido 6. es aprox
ximadamente de 1 micrdémetro, el de las capas de aluminio i
de aproximadsmente 0,5 micrdmetros. ‘
Serd obvio que el dispositivo de acuerdo con la
invencién no necesita. ser de ningin modo rotacionalmente

simétrico. Por ejemplo, una o mas zonas o capas metélicas

pueden ser cuadradas, rectangulares, ovales, etc., siendo;

elegidos los espacios intermedios entre las distintas ce-:
pas metdlicas y la distancia mutua entre las zonas a 1o E
lergo de toda su circunferencia, nreferiblemente iguales.l
No es necesario que los dopados ¥ los espesores de zonas
del mismo tipo de conductividad sean igueles entre si.

Ademds las zonas de emisor y de base pueden ser construi-

i e e 47 W AN S ¥ e

das conﬁencionalmente como- gonas interdigitales.

E1l transistor mostrado en las figs. 1 y 2 tiene
una tensidén de rupture colector-base alta que tedricamente
solo estd limitada por el dopado de la zone 3 correspon-

dlente a una tensidn de ruptura de anroximadamente 1000
volts. -

la invencidn se muestran en las figs. 3 y 4. Bstos dispo-
sitivos difieren del dispositivo mostrado en las figs. 1.
¥ 2 en varios aspectos. En primer lugar, solamente estéd
presente la zdna 15 y no la zona 16, de modo que la tensié

inversa total entre las zonas 3y 4 es distribulda sobre

une etapa menor. Ademés, los tipos de conductividad de las;
distintas zonas estdn invertidos, es decir las gonas 3, 9I
y 27 son de conductividad de tipo p y las zonas 4 y 15 son

de conductividad tipo n. Aunque en general no se forma
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espontdneamente un canal de inversidn en la superficie
limite entre 1a zona 3 y la capa de 6xido 6 cuando la zona
3 es de conductividad de tipo n, tal canal de inversidn
puede formarse ciecrtamente en la superficie de la zona 3
5 de tipo p en un disnositivo como el mostrado en la figura
30 4.

W

Tal canal de inversidn que también estd oresent
sin tensiones de nolarizacidn, en general no puede ser
totalmente eliminado mor la cana de aluminio 19. Por lo
10 tanto, en las construcciones mostradas en las figs. 3y 4
estd nresente una gona de sunerficie 41 difundida de con—
ductividad de tino n que es adyacente a2l lado interno de
la gona 15 y tiene una registividad menor que la zona 3.

Irual que en el dlsvositivo mostrado en las figs, 1 y 2,

15 los disvnositivos mostrados en las figs. 3y 4 son simétriw
canente rotacionales alrededor de la linea M-M, de modo
que la zona 41 rodea a la capa de contacto 8. La zona 41
girve como un obturador de canal, actuando la narte de la
cana 19 situeda sobre el lado de la capa de contacto 8
20 encime. de la zona 3, como un electrodo corrector de campo
¥ asegurando que la cana de inversidn 42 (mostrada.en.A
lineas punteadas) no sea reforzada aun més bajo la influen-
cia de desnlazamiento de cargs en o cerca de la cana de
éxido 6. La juntura p-n 43 entre las gzonas 15 y 41 en la
25 fig. 4 es cortocircuitada por la capa 19 de modo que no
nuede producirse ninguna diferencia de votencial indeseg-
ble sobre la juntura 43, siendo, edemds, el espacio dispo-
nible usado tan eficazmente como es posible.

En los dispositivos precedentemente descriptos

30 grandes partes de la superficie estdn cubiertas con metal,

377824

8.4.70 - 17 =




10

15

20

25

30

8.4.70

En. relacién con los agujéros que a veces estdn presentes %
en la capa de 6xido, en ocasiones puede existir el peligré
de un cortocircuito indeseable con las regiones subyacenaf
tes del semiconductor. Este peligro serd grandemente redu%
¢ido proveyeﬁdo las capas metélicas con aberturas o depre;
siones en lugares tales que con ello se mantiene el efecté
de las;capés condguctoras. La fig., 5 muestra tal construc-é
cién interrumpida a titulo de ejemplo, para la capa con- ?
ductora 20 (comparar con la fig. 1l). Sobre el lado interné
de ;a capa 20 se proveen aberturas 50. Bl lado externo de;
la capa 20 preferiblemente no serd provisto de aberturas |
de modo de mantener los canales inducidos 23 (ver fig. 2)5
en todos lados. i

Serd obvio gque la invencidn no estid limitada =
los ejemplos deseriptos. Particularmente la invencidn no
estd limitada a transistores, sino que puede ser igualmen-
te uwtilizaeda para aumentar la tensidn de ruptura de jun=-
turas p-n. en otros dispositivos semiconductores. Por l

ejemplo, un dlodo de acuerdo con la invencidn se obtiene

omitiendo la zona 9 y la capa de contacto 10.

|

3 ¥ 4 puede ser usada ventajosamente, tambidn, si las Z0N4S

Ademés, la construceidn mostrada en las figs.

3, 9 v 27 son de conductividad tipo n y las gzonas 4 y 15
son de conductividad tipo p. Una o mas de las c¢apag cone §
ductoras puede extenderse, si fuera deseable, solo a lo
largo de la circunferencis externa de la otra zona asocias
da hasta por encime de la primera gona. Como material se-
miconductor pueden usarse semiconductores diferentes del

silicio, por ejemplo germanio o compuestos ITI-V. En lugaﬁ

de éxido de silicio, la capa aislante 6 puede comprender
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atros materiolug, por cjemplo nitruro de silicio, o varias
. capas de moteriales diferentes ubicadas una sobre otra.
Las copas de aluminio pueden ser reemplazadas por 0tros
' metales. La zona 41 puede ser nrovista a una distancia
5 ' de la zona 15 i fuera doseable. La forna y dimensiones
del digspositivo asi cowo los dopados pucden variar dentro
de linites auplios gin salirse del alcance de la prescnte
invencidn. in particular, los tipos de conductividad de
lay digtintos sonas pucden scer todos cllos substituldog
10 por lou tipos de conductividad opucstos iuvirtidndose las
tensioncs de volarizacidn aplicadas,
dote policitud que corresponde a la presentada
en iiclenda el 25 de ierzo de 1.969, iR §90461%, sc acoge
a log beieficios d2l art? 51 del vigente estabuto sobre

. 15 Propicdad Industriual.

REIVIIIICACIONES

20
? Los puntos de invencidén propiz y nueva que se
presentban para que scan objeto de esta solicitud de

a0

Patente de Invencidn en idspafia, por VEINTE afios son los

siguicntes: .
25 g l.- Un dispositivo seiiiconductor que blene
E un cuerpo seiriconcuctior gue couprende una prinera zona
; de un priuer tipo de conducitividad adyaccate a ung super—E

ficie substancialiente plauva del cuerpo, una sesunda zona

S del seounde,tipo do conduetividad adyacente a Giclha super-
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cuerpo seiiconductor, teruinando la juntura p-n entre la

primers y la segunda zonas en dicha superficie, y al ne-r
nos umna obra zona del segundo wipo de comductividad situa;
da 2l lado de la segzumda éona, adyacente a aicha superfi-.
cie y totalmente rodeada por la.priuciae zona deuntro del
cuerpo semlconductor, terminando la juntura p-n entre la
primera y la otra zona en dicha superiicie y en que la
otra zona rodea 2 la segunde zona, esianto presenbte und
capa aislonte sobre dicha guperficie planae ¥y comureniicinco
uns, ventauns de coniacvo en gque estd provisite una copa de

conbacto sobre la segunds zZ0na, CACAULILRIZALC poryue al

- menos una capa conducitora que roliea Go waners substancicle

ety . ¢ ————r—— ooy 5

wente coupleta a la cepa Ge coutucto, astl uroscuic wowsg
la cape alslante ¥ estd couacin e w GuVis de Gho GRCERT
en la capa alglante, & una pasie wa superilicle Ge una o%ea
zona, eshando dicha parte de sunerileic ublcads g wvug (ig-—
tancig de la cirewnferencis externa de dichia otrs zona,
extendidndose la parte de la capa counductora silinsia sovre
la capa aislante hasia por enciue Ge la priuera LZ0LE LULS—
tancialaente a lo largo de tods la cirvcunderencia intcrua
y/0 subgt tencialuente a lo largo de toda la clyounferur.cia
externe de la otra zona.
2.~ Un Alapositivo scwlcundlietur e acuerdo coit

le roivincicacdldn L. JAASESRTZALC poryve, weGida uarale-
lauente a la superficie, la Gistaucic Coude la cova de
contacto a la capa conductora cg wounor gue la digtancia
desde la capa de contacto a lo otre wone ¥ acnor gue la
distencia desde la cape Go couvuoto a Gichia gheritura.
n Glgpogitivo gewiconauctor de acucerdo ¢ou

dn 2, CARACUERIZALO uoruue Gicha perbe
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guncrficic ce 1o 0Vra zona redea de manera subgtoncialumens—

| 4o cownlotn o la cepa de contacto.

i - tn dispositivo gemiconductor de acuerdo con

-

' una o més qe las reilvindicuclones preccdentes, CARAUILRI-

GADO por ue obwa CULUR conductora estd prcceunte sobre la

- poee e Lanera substancialuente coupleto

o
5]
6
©
k-
o
l...l
[ah)
"
S
<
e
e

a dichas coous goncuctoras ¥ estd eldetricaionte concetudn,

a travds de une abcrtura en la capa aiglante, a una parte
de cupsrficle de 12 b ri.cra zZona en ¢ue, ncedida paralela-
nmente a la superdlcle, lo diotancia Cesde la capa de con-
tachto a lo otra cane conductora menor gue & Gichia parte
Ge superficic.

5.~ Un Cispositivo seniconductor de acuerdo con
la reivinuicancidn ¢, SARACYERLZADO porque dicha parte de
supcriicis de lo vriuers zona rodea de nmancrs substancial;
monte couplete & lag otras zonas. |

o= Un dimpositivo seumiconductor de acuerdo con
lasreivindicaciénes 4 § 5, CARACTERIZADO porcuc la otra
capa conductora egtd conectada a una zona de contacto
ael primer 10 de conductividad adyacente a la superfi-
cie, estiiudo dicha zona de coutacto provista on la prime-
ra zona y teniendo une rezistividad menor gque la primerag
| gona ¥ rodetiio do epora substancialiente completa a :
{ las otras zonao, |

Te= Un digpositivo semiconductor de acucrdo coﬂ
wna 0 uds de lag poydnascociones precedentes, GARA”““RI—

. orque la ¢ .
ZADO porque Capg, as conductoras rodean a la ueb'un—

}

o c&

38,
3
el

da zona y se ox

8.

‘lenden solo mas alld de dicha zona.
';Iﬁijg.pouxtlvo somiconductor de acuerdo ?
'}ﬁeflas reivindicaclones 2 a 7, uARAC”LRIAADO
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porque la distancia de al nmenog une capa conductora, ne- :
dida paralelamente a la superficis, dcsde la capa de con-:
tacto a la circunferencia externa de dicha capa conducbora
es mayor que la distanclae desde la capa de conlacto a la \
circunferencia externa de la otra zona conectada a dicha
capa conductora.

9.~ Un dispositivo semiconductor de acuerdo con

; una o més de las reivindicaciones precedentes CARAUTERIZA~

DO porque la capa de contacto se extiende hasta encime de’

: la primera zona.

10.~ Un dispositivo sgewiconductor de acucrdo con
una o mas Ge lag reivindicaciones 2 a 9, CARACUEATZADO
porque una zona de superficie del primer tipo de counduicti-
vidad que tiene una resistividad aenor que la princra szons
estd presente al lado de al menos una otra zona sobre el
lado de la capa de contacto, rodesnto dichia zona de super—
ficie de manera subsbtancialnente counleta a la capa de
contacto, siendo la distbancia desGe la capa de contacto
g la capa conductora conechbada & la otra zona, meliida pa-
ralelancnte a la suberficie, mancr cue ls digtanclia de la
capa de contacto a la zona de superiicie.

1li.~ Un digpogitivo scuiconductor de acuerdo .
con la reivindicacién 10, CARACEERILADC porquc dicha zona
Ge superficie del primer tipo Ge conduetlividad es adyacenf
te a la otra zona. :

12.~ Un dispogitivo saudconductor de acusrdo
con las reivindicaciones 10 w 11, JARACTERIZADO porque |
la juntura p-n entre la gona de superflcie y la otra zoné
estd cublerta al wenvs parclalu:nie y cotl srbstancialuen—~

te cortocircuitada en la superficic por dlche capa conduc—

C 377824
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tora.
136~ Un wispositivo gseuiconductor de acucrdo
con une o whs de les reivindicaciones 10 o 12, CARACTERI-
ZAD0 porquc la priliucra zona conglgto de ziliclo ao tipo p:
L4e= Un Glopocitivo semiconductor de acuerdo
con una o udeg Co los relvindicaciones procedentes, CARLC-

Lot

PouTZAT0 porane la vriiera zona es la zona e colector y

la go_unde poue ¢o la sona de bace de un transisiors

15 .~ vil winposdtive seudeonductor de acuerdo

cou wna o ufs de los reivindicaclones preceientes, SAILU-

TLRTIZADC porgue ertdn presentes medlios aplicadores de po-

e M §
nles a la sridera sona y a la segunda zona,

e . 2 .~ Ja.
bencialegs o &

que la junture p-p entre dichias zones estd polarizada en

D la dircecidn invorsa ol uenos beaworariduzcnte.

1
1
i
§
1
!

16~ Un ¢ionosivivo scilconcuctor. :

ngl v oo g ha descrito on la icioria que an-
teechue, ranrescibodo en los dibujes que se acoipanan y
con lou wines ruz o: en csueeificado.
L oo.0xia congta de veintitres hojas escri-

LR .
Ll ‘
1

0

tas o ndouine por una cola card. .

isadrid, 1 3 BH mm
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